
題目：IV族系半導体薄膜による発受光素子開発へ向けた基盤技術の創出

調査研究代表：物質・材料研究機構 氏名 松村亮

・NIMSが有する絶縁膜上のIV族薄膜成長技術と、産総研が有するGe系デバイス
作成・評価技術を重畳し、世界に例のないIV族系発受光デバイスを実証する。
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絶縁膜上の結晶成長・デバイス
技術は基板を選ばないという意
味で非常に汎用性が高い。
電子デバイス、光デバイスのみ
ならず、生体やエネルギー素子
など、幅広い応用分野が期待で
きる

【年間活動計画】
6-11月 薄膜結晶成長・PL評価
12-3月 フォトニック結晶パ
ターニング技術・評価

• 期待される成果：IV族結晶薄膜で初の発受光素子の実現
• 今後の発展：デバイス応用のみならず、幅広い分野への研究発展
を志向し、NIMS-AISTのみならず企業も含めた多機関連携を目指す。

• 研究代表者自身が若手であり、NIMSジュニア研究員やAIST若手研
究員も参画する一方、NIMSのMANA-PIやAISTの研究主幹が助言者と
して参画する計画であり、若手育成への貢献も期待される。


